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１．概要（Summary） 

異種材料半導体層を常温で貼りあわせることにより従

来実現困難とされてきた新たな機能素子の実現が期待さ

れている。我々は表面活性化接合法(SAB 法)を用いて、

ダイヤモンドと Si 基板を直接接合し、接合の耐熱性の評

価、熱処理時の界面のナノ構造の評価を行うとともに[1]、

ダイヤモンドと GaN の直接接合を達成している[2]。本研

究では GaN 系高周波素子の熱抵抗低減のための基礎

検討として、GaN エピタキシャル層とダイヤモンドの直接

接合界面の耐熱性の検証を行った。 

２．実験（Experimental） 

【利用した主な装置】 ダイシングソー、紫外線照射装置 

【実験方法】 Si (111)基板上に GaN 層を結晶成長した

GaN エピタキシャル基板をダイシングしダイヤモンドと直

接接合した。接合後に Si 基板を除去し、GaN 層/ダイヤ

モンド接合を形成した。最高温度 1000 ℃の熱処理を行

い、接合界面の耐熱性を実証するとともに、断面 TEM観

察により界面ナノ構造の熱処理に依る変化を評価した。 

３．結果と考察（Results and Discussion） 

熱処理前、700 ℃熱処理後、1000 ℃熱処理後の接

合界面の断面 TEM 像を図 1(a)、1(b)、1(c)に示す。

GaN とダイヤモンド間の熱膨張係数差にも拘わらず、

1000 ℃の熱処理後で接合が維持されていること、表面

活性化接合時に界面に形成されるダメージ層が熱処理に

よって薄層化（再結晶化）していることが分かる。この結果

により、ダイヤモンドと接合後のGaN層加工による低熱抵

抗素子実現の可能性を示した。 
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Fig. 1 Cross-sectional TEM images of (a) as-bonded, 

(b) 700-℃ annealed, and (c) 1000-℃ annealed 

GaN/diamond bonding interfaces.  

 


